
INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/AlGaAs została wykonana 
metodę wielowarstwowej epitaksji, zahermętyzowana w obudowie 
metalowej i połączona ze światłowodem typu PCS o aperturze 

numerycznej NA = 0,38 i średnicy rdzenia = 250 
Dioda przeznaczona jest do pracy jako źródło promieniowania 
podczerwonego w łączach światłowodowych krótkiego zasięgu.

CQYP 42 FA 
COYP 42 FB

DIODA ELEKTROLUMINESCENCY3NA
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Rys .1> Zależność mocy promie­
niowania od prędu przewodzenia

Rys.2. Charakterystyka 
prędowo-napięciowa

Widmowy rozkład mocy 
promieniowania
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WARTOŚCI DOPUSZCZALNE PARAMETRÓW

Pręd przowodzonia 
Napięcie wsteczno 
Całkowito moc wydzielana 
Temperatura obudowy 
Temperatura przechowywania

UR

*to t 
caso 
etg

100 raA 
2 V 

250 a W 
»40 < +55°C 
-40 -3 4-70OC

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWECJ 
Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa Druk ZOINTE ITE z m .  "}k/.Q7 n ^ 0 0
Tlx 815647

Tel. 435401 Parametry i obudowo mog^ ulec zmianie
Maj 1987 
Cena 40 zł

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEŻONE


